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概要 
本資料はフォトカプラおよびフォトリレーの用語と光半導体素子特有の特性パラメータの変換効率、スレッショルド入力 
電流、トリガ LED電流の測定手順について述べたものです。 
 1.用語 

1.1  共通用語 
1.2  トランジスタ出力  
1.3 IC出力 
1.4  フォトリレー（MOSFET出力） 
1.5  フォトボル出力 
1.6  トライアック出力 
1.7  サイリスタ出力 

2.変換効率 IC/IF(CTR)－トランジスタ出力 測定手順 
3.スレッショルド入力電流 IFHL(IFLH)－IC出力 測定手順 
4.トリガ LED電流 IFT 測定手順 

4.1  トライアック出力 
4.2  フォトリレー（MOSFET出力） 
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1.用語 
1.1共通用語 

用 語 記 号 説 明 

絶 対 最 大 定 格  動作中に瞬時といえども超えてはならない最大値 

絶 縁 耐 圧 BVS 入力･出力間の絶縁耐量を定義する電圧 

入 出 力 間 浮 遊 容 量 
端 子 間 容 量 ( 入 力 - 出 力 間 ) CS 入力端子-出力端子間の静電容量 

端 子 間 容 量 
端 子 間 容 量 ( 入 力 側 )  

CT 
Ct 

LED アノード端子-カソード端子間の静電容量 

直 流 順 電 流 
入 力 順 電 流 IF 連続的に LED順方向に流し得る電流定格 

パ ル ス 順 電 流 
入 力 順 電 流 ( パ ル ス ) IFP 瞬時的に LED順方向に流し得る電流定格 

過 度 パ ル ス 順 電 流 
ピ ー ク 過 渡 入 力 順 電 流 IFPT 瞬時的に LED順方向に流し得る電流定格 

直 流 逆 電 圧 
入 力 逆 電 圧 VR LED逆方向 (カソード-アノード間)に印加し得る逆電圧定格 

逆 電 流 
入 力 逆 電 流 IR LED逆方向 (カソード-アノード間) に流れる漏れ電流 

順 電 圧 
入 力 順 電 圧 VF 規定の順電流値での LED アノード-カソード間電圧 

L E D 許 容 損 失 
入 力 許 容 損 失 PD LED で許容し得る電力損失定格 

全 許 容 損 失 PT 入力･出力の全回路で許容し得る電力損失定格 

絶 縁 抵 抗 RS 規定の電圧値での入力端子-出力端子間の抵抗値 

接 合 ( 部 ) 温 度 Tj 受光素子または LED のジャンクション部で許容し得る温度定格 

動 作 温 度 Topr 素子の機能を損なうことなく動作させ得る周囲温度範囲 

は ん だ 付 け 温 度 Tsol 素子の機能を損なうことなく端子をはんだ付けするための温度定格 

保 存 温 度 Tstg 素子を動作させない状態で保存し得る周囲温度範囲 

沿 面 距 離  絶縁物質に沿った 2 つの導体間(入力-出力間)の最短距離 

空 間 距 離  空気中で 2 つの導体間(入力-出力間)の最短距離 

絶 縁 物 厚  2 つの導体間(入力-出力間)に存在する絶縁物の最小厚み 
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1.2 トランジスタ出力 

用 語 記 号 説 明 

コ レ ク タ 電 流 IC コレクタに流し得る電流定格 

変 換 効 率 
IC/IF 
(CTR) 

入力 LED電流 IFに対する出力電流 ICの比 
: IC/IF × 100 (単位%) 

暗 電 流 
ICEO 
IDARK 

コレクタ-エミッタ間に流れる漏れ電流 

コ レ ク タ オ フ 電 流 IC (off) 入力に低電圧を印加したときのコレクタ-エミッタ間に流れる漏れ電流 

直 流 電 流 増 幅 率 hFE 受光トランジスタの hFE 

ベ ー ス 光 電 流 IPB 規定の入力電流 IFで受光トランジスタベース部に発生する光電流 

コ レ ク タ 損 失 PC コレクタで許容し得る電力損失定格 

タ ー ン オ ン 時 間 
tON 
ton 

入力オフ → オン時点から、出力波形が 100 (0) %から 10 (90) %まで遷移する 
のに要する時間 

タ ー ン オ フ 時 間 
tOFF 
toff 

入力オン → オフ時点から、出力波形が 0 (100) %から 90 (10) %まで遷移する 
のに要する時間 

蓄 積 時 間 tS 
入力オン → オフ時点から、出力波形が 0 (100) %から 10 (90) %まで遷移する 
のに要する時間 

立 ち 下 が り 時 間 tf 出力波形の 90%から 10%まで遷移するのに要する時間 

立 ち 上 が り 時 間 tr 出力波形の 10%から 90%まで遷移するのに要する時間 

コ レ ク タ - エ ミ ッ タ 間 飽 和 電 圧 VCE (sat) 規定の飽和条件におけるコレクタ-エミッタ間の電圧 

コ レ ク タ - ベ ー ス 間 降 伏 電 圧 V (BR) CBO エミッタを開放にしたときのコレクタ-ベース間の降伏電圧値 

コ レ ク タ - エ ミ ッ タ 間 降 伏 電 圧 V (BR) CEO (ベースを開放にしたときの)コレクタ-エミッタ間の降伏電圧値 

エ ミ ッ タ - ベ ー ス 間 降 伏 電 圧 V (BR) EBO コレクタを開放にしたときのエミッタ-ベース間の降伏電圧値 

エ ミ ッ タ - コ レ ク タ 間 降 伏 電 圧 V (BR) ECO (ベースを開放にしたときの)エミッタ-コレクタ間の降伏電圧値 

コ レ ク タ - ベ ー ス 間 電 圧 VCBO コレクタ-ベース間に印加し得る電圧定格 

コ レ ク タ - エ ミ ッ タ 間 電 圧 VCEO コレクタ-エミッタ間に印加し得る電圧定格 

エ ミ ッ タ - ベ ー ス 間 電 圧 VEBO エミッタ-ベース間に印加し得る電圧定格 

エ ミ ッ タ - コ レ ク タ 間 電 圧 VECO エミッタ-コレクタ間に印加し得る電圧定格 

端 子 間 容 量 
コ レ ク タ - エ ミ ッ タ 間 容 量 

CCE コレクタ端子-エミッタ端子間の静電容量 
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1.3 IC出力 

用 語 記 号 説 明 

ハイレベル瞬時コモンモード除去電圧 CMH 規定のハイレベルを維持できる、入出力間コモンモード電圧の最大上昇率 

ローレベル瞬時コモンモード除去電圧 CML 規定のローレベルを維持できる、入出力間コモンモード電圧の最大上昇率 

ハ イ レ ベ ル 供 給 電 流 
ICCH 
IDDH 

出力がハイレベルのとき電源端子に流れ込む回路供給電流 

ロ ー レ ベ ル 供 給 電 流 
ICCL 
IDDL 

出力がローレベルのとき電源端子に流れ込む回路供給電流 

ス レ ッ シ ョ ル ド 入 力 電 流 IFHL (IFLH) 
出力をハイ (ロー)からロー (ハイ) へ移行させるに必要な入力電流 IFの最小値 
(*1) 

入 力 電 流 ヒ ス テ リ シ ス IHYS 同一素子における IFLH と IFHLの差 

ス レ ッ シ ョ ル ド 入 力 電 圧 VFLH (VFHL) 
初期出力のハイ (ロー)を維持する、または反転させた出力ロー (ハイ)から初期出力 
ハイ (ロー) へ復帰移行させるときの入力電圧 VFの最大値 

変 換 効 率 IO/IF 入力 LED電流 IFに対する出力電流 IOの比: IO/IF × 100 (単位%) 

ハ イ レ ベ ル 出 力 電 流 IOH 規定のハイレベル出力電圧条件での出力電流値 

ピ ー ク ハ イ レ ベ ル 出 力 電 流 IOPH 規定のハイレベル出力電圧条件でのピーク出力電流値 

ロ ー レ ベ ル 出 力 電 流 IOL 規定のローレベル出力電圧条件での出力電流値 

ピ ー ク ロ ー レ ベ ル 出 力 電 流 IOPL 規定のローレベル出力電圧条件でのピーク出力電流値 

ハ イ レ ベ ル シ ョ ー ト 回 路 出 力 電 流 IOSH 規定のハイレベル出力およびショート回路条件下での出力電流値 

ロ ー レ ベ ル シ ョ ー ト 回 路 出 力 電 流 IOSL 規定のローレベル出力およびショート回路条件下での出力電流値 

ハ イ レ ベ ル 出 力 電 圧 VOH 規定のハイレベル出力電流条件での出力電圧値 

ロ ー レ ベ ル 出 力 電 圧 VOL 規定のローレベル出力電流条件での出力電圧値 

出 力 許 容 損 失 PO 出力段で許容し得る電力損失定格 

伝 達 遅 延 時 間  ( H  →  L ) tPHL 
入力オフ (オン) → オン (オフ) 時点から出力波形がハイレベルからローレベルの規
定値まで遷移するのに要する時間 

伝 達 遅 延 時 間  ( L  →  H ) tPLH 入力オン (オフ) → オフ (オン) 時点から出力波形がローレベルからハイレベルの規
定値まで遷移するのに要する時間 

出 力 電 流 IO 出力端子に流し得る電流定格 

ピ ー ク 出 力 電 流 IOP 出力端子に流し得るピーク電流定格 

電 源 電 圧 
VCC 
VDD 

電源端子に印加し得る電圧定格 

出 力 電 圧 VO 出力端子に印加し得る電圧定格 

U V L O ス レ ッ シ ョ ル ド VUVLO 低電圧誤動作防止機能(UVLO:Under Voltage Lock Out)が働き出す電圧 

3 ス テ ー ト イ ネ ー ブ ル 端 子 電 圧 VE イネーブル端子に印加し得る電圧定格 

ハ イ レ ベ ル イ ネ ー ブ ル 電 圧 VEH イネーブル端子をハイレベルとする電圧 

ロ ー レ ベ ル イ ネ ー ブ ル 電 圧 VEL イネーブル端子をローレベルとする電圧 

   (*1)IC出力タイプの出力のハイ (ロー)⇔ロー (ハイ)を確実に動作させるためには IFHL (IFLH)の最大規格値以上の IF電流で使用する必要があります。 
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1.4 フォトリレー（MOSFET出力） 

用 語 記 号 説 明 

ト リ ガ L E D 電 流 

(a接点タイプ) 
IFT 

出力 MOS FET をオン状態へ移行させるのに必要な入力電流 IFの最小値(*1) 

(b接点タイプ) 
IFC 

出力 MOS FET をオフ状態へ移行させるのに必要な入力電流 IFの最小値(*1) 

復 帰 L E D 電 流 

(a接点タイプ) 
IFC 

出力MOS FETをオン状態からオフ状態へ復帰させるために流せる電流 IFの最大値 

(b接点タイプ) 
IFT 

出力MOS FETをオフ状態からオン状態へ復帰させるために流せる電流 IFの最大値 

阻 止 電 圧 VOFF オフ状態で MOS FET出力端子間に印加し得る電圧定格 

オ ン 電 流 ION オン状態で MOS FET出力端子間に流し得る電流定格 

オ ン 抵 抗 RON 規定のオン状態におけるMOS FET出力端子間の抵抗値 

オ フ 電 流 IOFF オフ状態で MOS FET出力端子間に流れる漏れ電流 

端 子 間 容 量 
端 子 間 容 量 ( 出 力 側 ) 

COFF オフ状態での MOS FET出力端子間(2 つのドレイン端子間)の静電容量 

リ ミ ッ ト 電 流 ILIM 電流制限機能が働く出力電流領域 

タ ー ン オ ン 時 間 

(a接点タイプ) 
tON 

規定の入力 LED電流を印加してから出力波形が 100 %から 10 %まで遷移する 
のに要する時間 

(b接点タイプ) 
tON 

規定の入力 LED電流を遮断してから出力波形が 100 %から 10 %まで遷移する 
のに要する時間 

タ ー ン オ フ 時 間 

(a接点タイプ) 
tOFF 

規定の入力 LED電流を遮断してから出力波形が 0 %から 90 %まで遷移するのに 
要する時間 

(b接点タイプ) 
tOFF 

規定の入力 LED電流を印加してから出力波形が 0 %から 90 %まで遷移するのに 
要する時間 

      (*1)フォトリレーを確実に動作させるためには IFT(IFC)の最大規格値以上の IF電流で使用する必要があります。 
 
 
1.5 フォトボル出力 

用 語 記 号 説 明 

直 流 順 電 流 
出 力 順 電 流 

IFD 出力ダイオードアレイのアノード-カソード間に流し得る順電流定格 

直 流 逆 電 圧 
出 力 逆 電 流 

VRD 出力ダイオードアレイのアノード-カソード間の電流逆電圧定格 

順 電 圧 
出 力 順 電 圧 

VFD 出力ダイオードアレイのアノード-カソード間の順電圧 

逆 電 流 
出 力 逆 電 流 

IRD 出力ダイオードアレイのアノード-カソード間の逆漏れ電流 

開 放 電 圧 VOC 規定の入力電流 IFで出力に発生する光起電圧 

短 絡 電 流   ISC 規定の入力電流 IFで出力に発生する光電流 
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1.6 トライアック出力 

用 語 記 号 説 明 

ト リ ガ L E D 電 流 IFT トライアックをオン状態へ移行させるのに必要な入力電流 IFの最小値(*1) 

せ ん 頭 阻 止 電 圧 
ピ ー ク 阻 止 電 圧 

VDRM オフ状態でトライアック T1-T2間に印加し得る繰り返し電圧の定格 

実 効 オ ン 電 流 IT(RMS) オン状態でトライアック T1-T2間に流し得る実効電流定格 

パ ル ス オ ン 電 流 
オ ン 電 流 ( パ ル ス ) 

ITP 
IONP 

オン状態でトライアック T1-T2間に流し得る繰り返しパルス電流ピーク定格 

せ ん 頭 1 サ イ ク ル サ ー ジ 電 流 
ピ ー ク 1 サ イ ク ル サ ー ジ 電 流 

ITSM 
オン状態でトライアック T1-T2間に流し得る商用周波正弦半波電流の非繰り返し 
1 サイクルのピーク定格 

せ ん 頭 オ フ 電 流 
ピ ー ク オ フ 電 流 

IDRM オフ状態でトライアック T1-T2間に流れる漏れ電流 

せ ん 頭 オ ン 電 圧 
ピ ー ク オ ン 電 圧 

VTM 規定のオン状態におけるトライアック T1-T2間の電圧 

保 持 電 流 IH 
いったんオンした後、そのオン状態を維持するのに必要な最小のトライアック T1-T2 
電流 

イ ン ヒ ビ ッ ト 電 流 IIH 
ゼロクロス機能においてゼロクロス-オン動作が抑止されているインヒビット領域で、 
T1-T2間に流れる漏れ電流 

イ ン ヒ ビ ッ ト 電 圧 VIH ゼロクロス機能においてゼロクロス-オン動作が抑止される T1-T2間電圧の最小値 

オ フ 電 圧 上 昇 率 dv/dt 
オフ状態にあるトライアックがそのオフ状態を維持できる最大の T1-T2間電圧の 
上昇率 

転    流    d v / d t   dv/dt (C) 転流時におけるオフ電圧上昇率 

      (*1)トライアック出力タイプの出力のオン⇔オフを確実に動作させるためには IFTの最大規格値以上の IF電流で使用する必要があります。 
 
 
1.7 サイリスタ出力 

用 語 記 号 説 明 

ト リ ガ L E D 電 流 IFT サイリスタをオン状態へ移行させるのに必要な入力電流 IFの最小値 

せ ん 頭 順 阻 止 電 圧 VDRM オフ状態でサイリスタ アノード-カソード間に印加し得る繰り返し順電圧の定格 

せ ん 頭 逆 電 圧 VRRM サイリスタ アノード-カソード間に印加し得る繰り返し逆電圧の定格 

せ ん 頭 逆 ゲ ー ト 電 圧 VGM ゲート-カソード間に印加し得る逆電圧の定格 

実 効 順 電 流 IT(RMS) オン状態でサイリスタ アノード-カソード間に流し得る実効電流定格 

パ ル ス 順 電 流 ITP オン状態でサイリスタ アノード-カソード間に流し得る繰り返しパルス電流ピーク定格 

せ ん 頭 1 サ イ ク ル サ ー ジ 電 流 ITSM 
オン状態でサイリスタ アノード-カソード間に流し得る商用周波正弦半波電流の 
非繰り返し 1 サイクルのピーク定格 

せ ん 頭 順 漏 れ 電 流 IDRM オフ状態でサイリスタ アノード-カソード間順方向に流れる漏れ電流 

せ ん 頭 逆 電 流 IRRM サイリスタ アノード-カソード間逆方向に流れる漏れ電流 

せ ん 頭 順 電 圧 降 下 VTM 規定のオン状態におけるサイリスタ アノード-カソード間順方向の電圧 

保 持 電 流 IH 
いったんオンした後、そのオン状態を維持するのに必要な最小のサイリスタ  
アノード-カソード間順方向電流 

オ フ 電 圧 上 昇 率 dv/dt 
オフ状態にあるトライアックがそのオフ状態を維持できる最大のサイリスタ  
アノード-カソード間 T1-T2間電圧の上昇率 

端 子 間 容 量   Cj サイリスタ アノード-カソード間あるいはゲート-カソード間の静電容量 

      (*1)サイリスタ出力タイプの出力のオン⇔オフを確実に動作させるためには IFTの最大規格値以上の IF電流で使用する必要があります。 
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2. 変換効率 IC/IF（CTR）－ トランジスタ出力 の測定手順 
(1)測定回路 

    
 
 
 
(2)測定手順 
①電流源 G1を規定の入力電流 IFに合わせる 
②電圧源 G2を規定の VCE電圧に合わせる 
③出力電流 ICを電流計 A2で測定する 
④変換効率は①の IFと③で読み取った ICから IC / IF x 100 (%) で求める 

 

３. スレッショルド入力電流 IFHL(IFLH)－IC出力 測定手順 
(1)測定回路 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2)測定手順 
①電圧源 G3で規定の電源電圧 VCCを印加、入力電流 IFをゼロにする。制限抵抗 R2を介して G2から出力に電圧 
を印加する 

図 2.1  変換効率 IC/IF（CTR）－ トランジスタ出力 の測定回路  

図 2.2  スレッショルド入力電流 IFHL(IFLH)－IC出力 の測定回路  
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②可変電源 G1で入力電流 IFをゼロから徐々に増加させ、同時に出力 VOを電圧計 V でモニターする 
③出力がハイ(ロー)状態からロー(ハイ)状態にスイッチしたときの入力電流 IFを電流計A1で読み取る。ロー(ハイ)状態への 
スイッチは出力電圧 VOまたは出力電流 IOで規定される 

④③で読み取った値がスレッショルド入力電流 IFHL(IFLH) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

４. トリガ LED電流 IFT 測定手順 
4.1 トライアック出力 
(1)測定回路 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2)測定手順 
①入力電流 IFをゼロにする。制限抵抗 R2を介して G2から出力 T1-T2間に電圧を印加する 
②可変電源 G1で入力電流 IFをゼロから徐々に増加させ、同時に出力 VTを電圧計 V でモニターする 
③出力がオフ状態からオン状態にスイッチしたときの入力電流 IFを電流計 A1で読み取る。オン状態へのスイッチは出力 
電圧 VTまたは出力電流 ITで規定される 

④③で読み取った値がトリガ LED電流 IFT 
 
 
 

図 2.3  スレッショルド入力電流 IFHL(IFLH)－IC出力   

図 2.4  トリガ LED電流 IFT－トライアック出力 の測定回路  
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4.2 フォトリレー（MOSFET出力） 
(1)測定回路 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2)測定手順 
①入力電流 IFをゼロにする。制限抵抗 R2を介して G2から出力 D1-D2間に電圧を印加する 
②可変電源 G1で入力電流 IFをゼロから徐々に増加させ、同時に出力 VDを電圧計 V でモニターする 
③出力がオフ(オン)状態からオン(オフ)状態にスイッチしたときの入力電流 IFを電流計 A1で読み取る。オン(オフ)状態への 
スイッチは出力電流 IDで規定される 

④③で読み取った値がトリガ LED電流 IFT(a接点)(IFC(b接点)) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

図 2.5  トリガ LED電流 IFT－トライアック出力  

図 2.6  トリガ LED電流 IFT(IFC)－フォトリレー（MOSFET出力）の測定回路  

図 2.7  トリガ LED電流 IFT(IFC)－フォトリレー（MOSFET出力）  

a 接点タイプ                           b 接点タイプ 
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製品取り扱い上のお願い 
株式会社東芝およびその子会社ならびに関係会社を以下「当社」といいます。 
本資料に掲載されているハードウエア、ソフトウエアおよびシステムを以下「本製品」といいます。 
• 本製品に関する情報等、本資料の掲載内容は、技術の進歩などにより予告なしに変更されることがあります。 
• 文書による当社の事前の承諾なしに本資料の転載複製を禁じます。また、文書による当社の事前の承諾を得て本資料を転載
複製する場合でも、記載内容に一切変更を加えたり、削除したりしないでください。 

• 当社は品質、信頼性の向上に努めていますが、半導体・ストレージ製品は一般に誤作動または故障する場合があります。本製
品をご使用頂く場合は、本製品の誤作動や故障により生命・身体・財産が侵害されることのないように、お客様の責任において、
お客様のハードウエア・ソフトウエア・システムに必要な安全設計を行うことをお願いします。なお、設計および使用に際しては、本
製品に関する最新の情報（本資料、仕様書、データシート、アプリケーションノート、半導体信頼性ハンドブックなど）および本製
品が使用される機器の取扱説明書、操作説明書などをご確認の上、これに従ってください。また、上記資料などに記載の製品デ
ータ、図、表などに示す技術的な内容、プログラム、アルゴリズムその他応用回路例などの情報を使用する場合は、お客様の製品
単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。 

• 本製品は、特別に高い品質・信頼性が要求され、またはその故障や誤作動が生命・身体に危害を及ぼす恐れ、膨大な財産損
害を引き起こす恐れ、もしくは社会に深刻な影響を及ぼす恐れのある機器（以下“特定用途”という）に使用されることは意図さ
れていませんし、保証もされていません。特定用途には原子力関連機器、航空・宇宙機器、医療機器、車載・輸送機器、列
車・船舶機器、交通信号機器、燃焼・爆発制御機器、各種安全関連機器、昇降機器、電力機器、金融関連機器などが含
まれますが、本資料に個別に記載する用途は除きます。特定用途に使用された場合には、当社は一切の責任を負いません。な
お、詳細は当社営業窓口までお問い合わせください。 

• 本製品を分解、解析、リバースエンジニアリング、改造、改変、翻案、複製等しないでください。 
• 本製品を、国内外の法令、規則及び命令により、製造、使用、販売を禁止されている製品に使用することはできません。 
• 本資料に掲載してある技術情報は、製品の代表的動作・応用を説明するためのもので、その使用に際して当社及び第三者の
知的財産権その他の権利に対する保証または実施権の許諾を行うものではありません。 

• 別途、書面による契約またはお客様と当社が合意した仕様書がない限り、当社は、本製品および技術情報に関して、明示的に
も黙示的にも一切の保証（機能動作の保証、商品性の保証、特定目的への合致の保証、情報の正確性の保証、第三者の
権利の非侵害保証を含むがこれに限らない。）をしておりません。 

• 本製品にはGaAs（ガリウムヒ素）が使われています。その粉末や蒸気等は人体に対し有害ですので、破壊、切断、粉砕や化学
的な分解はしないでください。 

• 本製品、または本資料に掲載されている技術情報を、大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的、あるいはその他軍事
用途の目的で使用しないでください。また、輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」、「米国輸出管理規則」等、適用あ
る輸出関連法令を遵守し、それらの定めるところにより必要な手続を行ってください。 

• 本製品の RoHS適合性など、詳細につきましては製品個別に必ず当社営業窓口までお問い合わせください。本製品のご使用に
際しては、特定の物質の含有・使用を規制するRoHS指令等、適用ある環境関連法令を十分調査の上、かかる法令に適合す
るようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いかねます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


